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Алмаз  является  перспективным  материалом  для  мощных  и  высокочастотных
полупроводниковых  приборов  следующего  поколения.  По  совокупности  своих  физических
свойств алмаз существенно превосходит другие полупроводниковые материалы. Для получения
алмаза  с  дырочным  и  электронным  типом  проводимости  используют  легирование  бором  и
фосфором.  Энергии  активации  этих  примесей  составляют  величины  0.37  эВ  и  0.57  эВ
соответственно. Такие высокие энергии активации примесей в настоящее время не позволяют
создавать  все  возможные  приборы  полупроводниковой  электроники.  Для  получения
приемлемого  уровня  проводимости  необходимо  сильное  легирование  алмаза,  при  этом
наблюдается увеличение дефектов кристаллической решетки эпитаксиальных слоев алмаза.

В  докладе представлены результаты создания и  исследования  электронных приборов на
алмазе с использованием сильно легированных  бором и фосфором слоев с низкой плотностью
дефектов  кристаллической  решетки.  В  докладе  представлены  исследования  прототипов
нескольких  электронных  приборов:  диода  Шоттки,  pn  диода  Шоттки  и  p-i-n  диода.
Использование сильно легированных бором и фосфором слоев позволило получить в приборах
высокое  значение  плотности  тока  до  5×103  A/см2,  а  получение  слоев  с  низкой  плотностью
дефектов позволило достичь высоких пробойных характеристик.

В  предложенных  конструкциях  p-i-n  диодов  проведено  исследование
электролюминесценции  центров  окраски  азот  вакансия  [1]  и  кремний  вакансия  [2,3].  Оценки
показывают возможность получения в диодах скорости излучения одиночных фотонов более 106

фотонов/c.  Таким  образом,  продемонстрирована  возможность  создания  электрически
управляемого источника одиночных фотонов на основе центров окраски в алмазном p-i-n диоде.
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